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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放射ビームを調整する照明システムと、
　レチクルを支持し、前記レチクルを受ける部分を備えるサポート構造と、
　前記レチクルを受ける前記部分から離間した放射ビーム整形デバイスであって、前記放
射ビーム整形デバイスは前記放射ビームの寸法を制御するための少なくとも１つのレチク
ルマスキングブレードであり、これにより、前記レチクルを受ける前記部分と前記放射ビ
ーム整形デバイスの前記レチクルマスキングブレードとの間に閉じ込め空間ＣＳが画定さ
れる、放射ビーム整形デバイスと、
　前記閉じ込め空間にガスを供給するように位置づけられ、使用中、前記レチクルの表面
に平行な方向にガスを注入するように向けられるガス供給出口を有する少なくとも１つの
ガス供給手段と、を備え、
　前記ガス供給手段は、前記ガスを、前記レチクルの二辺から供給する、
装置。
【請求項２】
　前記装置は、リソグラフィ装置であって、
　基板を保持する基板テーブルと、
　前記レチクルにより前記放射ビームに付与されたパターンを前記基板のターゲット部分
上に投影する投影システムと、
をさらに備える、請求項１に記載の装置。
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【請求項３】
　使用中、前記レチクルマスキングブレードと前記レチクルとの間に閉じ込め空間ＣＳ’
が画定され、
　前記ガス供給出口は、前記閉じ込め空間ＣＳ’にガスを供給するように位置づけられ、
　前記装置は、第１方向に移動するように適合された第１ブレード対と、第２方向に移動
するように適合された第２ブレード対と、を備え、
　前記第１ブレード対は、前記第２ブレード対と比較して前記レチクルに対してより近く
に位置づけられ、
　前記ガス供給出口は、前記第１ブレード対と前記レチクルとの間の前記空間にガスを供
給するように位置づけられる、請求項２に記載のリソグラフィ装置。
【請求項４】
　使用中、前記レチクルマスキングブレードと前記レチクルとの間に閉じ込め空間ＣＳ’
が画定され、
　前記ガス供給出口は、前記閉じ込め空間ＣＳ’にガスを供給するように位置づけられ、
　前記装置は、第１方向に移動するように適合された第１ブレード対と、第２方向に移動
するように適合された第２ブレード対と、を備え、
　前記第１ブレード対は、前記第２ブレード対と比較して前記レチクルに対してより近く
に位置づけられ、
　前記ガス供給出口は、前記第１ブレード対と前記第２ブレード対との間の前記空間にガ
スを供給するように位置づけられる、請求項２に記載のリソグラフィ装置。
【請求項５】
　前記ガス供給出口は、前記少なくとも１つのレチクルマスキングブレードに対向する前
記レチクルの表面から約１０ｍｍ未満の距離に位置づけられる、請求項３または４に記載
のリソグラフィ装置。
【請求項６】
　複数の前記ガス供給出口を備え、
　前記ガス供給管は、前記レチクルの両側に配置される、請求項３～５のいずれか一項に
記載のリソグラフィ装置。
【請求項７】
　前記レチクルは、第１真空環境内に位置づけられ、
　前記空間から前記第１真空環境へのガス流を制限するように流れ抵抗手段が設けられ、
　前記照明システムおよび前記投影システムが、それぞれの真空環境内に設けられ、
　前記レチクルの表面に隣接するガス圧力が、前記それぞれの真空環境の圧力より高い、
請求項３～６のいずれか一項に記載のリソグラフィ装置。
【請求項８】
　前記それぞれの真空環境を画定するセパレータ手段をさらに備え、
　前記セパレータ手段は、一端が前記それぞれの真空環境に向かって開放され、別の一端
が前記レチクルに向かって開放されたスリーブを有し、前記スリーブが前記レチクルに向
かってテーパ状である、請求項７に記載のリソグラフィ装置。
【請求項９】
　放射ビームを調整する照明システムと、
　レチクルを支持し、前記レチクルを受ける部分を備えるサポート構造と、
　前記レチクルを受ける前記部分から離間した放射ビーム整形デバイスであって、前記放
射ビーム整形デバイスは前記放射ビームの寸法を制御するための少なくとも１つのレチク
ルマスキングブレードであり、これにより、前記レチクルを受ける前記部分と前記放射ビ
ーム整形デバイスの前記レチクルマスキングブレードとの間に閉じ込め空間ＣＳが画定さ
れる、放射ビーム整形デバイスと、
　前記閉じ込め空間にガスを供給するように位置づけられ、使用中、前記レチクルの表面
に平行な方向にガスを注入するように向けられるガス供給出口を有する少なくとも１つの
ガス供給手段と、を備え、
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　前記ガス供給手段は、使用中、前記ガス供給出口が前記レチクルの動きに追従するよう
に、前記レチクルを支持する前記サポート構造に連結される、装置。
【請求項１０】
　照明システムを使用して放射ビームを生成することと、パターニングデバイスを使用し
て前記放射ビームにパターン付けすることと、投影システムを使用して前記パターン付け
された放射ビームを基板上に投影することと、を含む方法であって、
　前記パターニングデバイスは、少なくとも１つのレチクルマスキングブレードを有する
レチクルを備え、
　前記レチクルマスキングブレードは、前記レチクルと前記レチクルマスキングブレード
との間に空間を画定し、
　前記方法は、前記空間にガスを供給することをさらに含み、
　前記ガスは、前記レチクルの二辺から、前記レチクルの表面に平行な方向に供給される
、方法。
【請求項１１】
　照明システムを使用して放射ビームを生成することと、パターニングデバイスを使用し
て前記放射ビームにパターン付けすることと、投影システムを使用して前記パターン付け
された放射ビームを基板上に投影することと、を含む方法であって、
　前記パターニングデバイスは、少なくとも１つのレチクルマスキングブレードを有する
レチクルを備え、
　前記レチクルマスキングブレードは、前記レチクルと前記レチクルマスキングブレード
との間に空間を画定し、
　前記方法は、前記空間にガスを供給することをさらに含み、
　前記ガスは、前記レチクルの表面に平行な方向に供給され、
　第１ブレード対が第１方向に移動し、
　第２ブレード対が第２方向に移動し、
　前記第１ブレード対は、前記第２ブレード対と比較して前記レチクルに対してより近く
に位置づけられ、
　前記ガスは、前記第１ブレード対と前記レチクルとの間の前記空間に供給される、方法
。
【請求項１２】
　照明システムを使用して放射ビームを生成することと、パターニングデバイスを使用し
て前記放射ビームにパターン付けすることと、投影システムを使用して前記パターン付け
された放射ビームを基板上に投影することと、を含む方法であって、
　前記パターニングデバイスは、少なくとも１つのレチクルマスキングブレードを有する
レチクルを備え、
　前記レチクルマスキングブレードは、前記レチクルと前記レチクルマスキングブレード
との間に空間を画定し、
　前記方法は、前記空間にガスを供給することをさらに含み、
　前記ガスは、前記レチクルの表面に平行な方向に供給され、
　第１ブレード対が第１方向に移動し、
　第２ブレード対が第２方向に移動し、
　前記第１ブレード対は、前記第２ブレード対と比較して前記レチクルに対してより近く
に位置づけられ、
　前記ガスは、前記第１ブレード対と前記第２ブレード対との間の前記空間に供給される
、方法。
【請求項１３】
　前記レチクルは、第１真空環境内に位置づけられ、
　前記方法は、
　前記空間から前記第１真空環境へのガス流を制限することと、
　前記照明システムおよび前記投影システムをそれぞれの真空環境内に設けることと、前
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記レチクルの表面に隣接するガス圧力を前記それぞれの真空環境の圧力より高く維持する
ことと、
を含む、請求項１０～１２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１４】
　照明システムを使用して放射ビームを生成することと、パターニングデバイスを使用し
て前記放射ビームにパターン付けすることと、投影システムを使用して前記パターン付け
された放射ビームを基板上に投影することと、を含む方法であって、
　前記パターニングデバイスは、少なくとも１つのレチクルマスキングブレードを有する
レチクルを備え、
　前記レチクルマスキングブレードは、前記レチクルと前記レチクルマスキングブレード
との間に空間を画定し、
　前記方法は、前記空間にガスを供給することをさらに含み、
　前記ガスは、前記レチクルの表面に平行な方向に供給され、
　セパレータ手段を用いて前記それぞれの真空環境を画定することをさらに含み、
　前記セパレータ手段は、一端が前記それぞれの真空環境に向かって開放され、別の一端
が前記レチクルに向かって開放されたスリーブを有する、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
［関連出願の相互参照］
　[0001]　本出願は、２０１２年３月１４日に出願された米国仮特許出願第６１／６１０
，６５３号の利益を主張し、その全体が参照により本明細書に組み込まれる。
【０００２】
　[0002]　本発明は、リソグラフィ装置に関する。
【背景技術】
【０００３】
　[0003]　リソグラフィ装置は、所望のパターンを基板上、通常、基板のターゲット部分
上に付与する機械である。リソグラフィ装置は、例えば、集積回路（ＩＣ）の製造に用い
ることができる。その場合、ＩＣの個々の層上に形成される回路パターンを生成するため
に、マスクまたはレチクルとも呼ばれるパターニングデバイスを用いることができる。こ
のパターンは、基板（例えば、シリコンウェーハ）上のターゲット部分（例えば、ダイの
一部、または１つ以上のダイを含む）に転写することができる。通常、パターンの転写は
、基板上に設けられた放射感応性材料（レジスト）層上への結像によって行われる。一般
には、単一の基板が、連続的にパターニングされる隣接したターゲット部分のネットワー
クを含んでいる。公知のリソグラフィ装置としては、ターゲット部分上にパターン全体を
一度に露光することにより各ターゲット部分を照射する、いわゆるステッパ、および放射
ビームによってある特定の方向（「スキャン」方向）にパターンをスキャンすると同時に
、この方向に平行または逆平行に基板をスキャンすることにより各ターゲット部分を照射
する、いわゆるスキャナが含まれる。
【０００４】
　[0004]　パターン印刷の限界は、式（１）に示す解像度に関するレイリー基準によって
、理論的に推測することができる。
【数１】

上記式において、λは使用される放射の波長であり、ＮＡはパターン印刷に使用される投
影システムの開口数であり、ｋ１はレイリー定数とも呼ばれるプロセス依存調整係数であ
り、ＣＤは印刷されたフィーチャのフィーチャサイズ（またはクリティカルディメンジョ
ン）である。式（１）から、フィーチャの最小印刷可能サイズの縮小は、３つの方法、す
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なわち、露光波長λを短くすること、開口数ＮＡを大きくすること、あるいはｋ１の値を
小さくすることによって達成することができると言える。
【０００５】
　[0005]　露光波長を短くし、それにより最小印刷可能サイズを縮小するために、極端紫
外線（ＥＵＶ）放射源を使用することが提案されている。ＥＵＶ放射は、５～２０ｎｍの
範囲内の波長、例えば、１３～１４ｎｍの範囲内の波長、例えば、６．７ｎｍまたは６．
８ｎｍというように５～１０ｎｍの範囲内の波長を有する電磁放射である。可能な放射源
としては、例えば、レーザ生成プラズマ源、放電プラズマ源、または電子蓄積リングによ
って与えられるシンクロトロン放射に基づく放射源が挙げられる。
【０００６】
　[0006]　ＥＵＶ放射は、プラズマを使って生成することができる。ＥＵＶ放射を生成す
るための放射システムは、燃料を励起してプラズマを提供するためのレーザと、プラズマ
を収容するためのソースコレクタモジュールとを含み得る。プラズマは、例えば、好適な
材料（例えば、スズ）の小滴、あるいは、ＸｅガスまたはＬｉ蒸気のような好適なガスま
たは蒸気の流れといった燃料に、レーザビームを向けることによって作り出すことができ
る。このようにして得られるプラズマは、出力放射、例えば、ＥＵＶ放射を放出し、これ
が放射コレクタを使って集められる。放射コレクタは、放射を受け取り、これを集束して
ビームとする、ミラー法線入射放射コレクタであってよい。ソースコレクタモジュールは
、真空環境を提供してプラズマを支持するように配置された閉鎖構造またはチャンバを含
み得る。このような放射システムは、通常、「レーザ生成プラズマ（ＬＰＰ）源」と呼ば
れる。
【０００７】
　[0007]　ＥＵＶリソグラフィ装置における公知の問題の１つとして、レチクルの汚染が
ある。ＥＵＶリソグラフィ装置では、パージガスがレチクルに向かって高速で流れ、この
パージガスによりマイクロメーターサイズまでの分子および粒子が運ばれることがある。
装置によっては、透明な膜であるペリクルを設けてレチクルを保護することができるが、
高いＥＵＶ吸収を引き起こすことがあるためあまり好ましいものではない。レチクルの分
子汚染は水素ラジカルを使用した洗浄プロセスによって解決することができる。しかし、
粒子汚染は解決されない。投影光学系および照明光学系の分子汚染は、これら光学系の真
空環境をクリーンな水素ガスで浄化することで防止または削減することができる。通常、
この結果として、レチクルに向かう光路に沿って水素ガスの流れが生じる。この流れによ
り、後にレチクルを汚染する可能性のある粒子が運ばれることがある。別の公知技術とし
て、熱泳動により生成されるガス温度勾配により誘導される抗力を使用するものがあるが
、レチクルを熱する必要があるためあまり望ましいものではない。一般的に、既存の技術
は、ガス注入点とレチクルとの間に位置づけられるレチクルブレードおよびその他のコン
ポーネントから、粒子汚染の可能性を完全に取り去るものではなく、温度勾配によるレチ
クルの変形や、ガス変動によるＥＵＶ放射強度の乱れなどの別の問題を引き起こし得るこ
とが分かっている。
【発明の概要】
【０００８】
　[0007]　本発明の一実施形態によれば、放射ビームを調整するように構成された照明シ
ステムと、パターニングデバイスを支持するように構築されたサポート構造であって、こ
の第１のパターニングデバイスを受ける部分を備えるサポート構造と、パターニングデバ
イスを受ける部分から離間した放射ビーム整形デバイスであって、これにより、パターニ
ングデバイスを受ける部分と放射ビーム整形デバイスとの間に閉じ込め空間ＣＳが画定さ
れる、放射ビーム整形デバイスと、を備える装置であって、閉じ込め空間ＣＳにガスを供
給するように位置づけられたガス供給出口を有する少なくとも１つのガス供給手段をさら
に備える装置が提供される。
【０００９】
　[0008]　本発明の一実施形態によれば、放射ビームを調整するように構成された照明シ
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ステムと、パターニングデバイスを支持するように構築されたサポート構造と、基板を保
持するように構築された基板テーブルと、パターニングデバイスにより放射ビームに付与
されたパターンを基板のターゲット部分上に投影するように構成された投影システムと、
を備えるリソグラフィ装置が提供される。パターニングデバイスは、レチクルと、このレ
チクルから離間した少なくとも１つのレチクルマスキングブレードとを備え、それにより
、マスキングブレードとレチクルとの間に空間が画定される。この装置は、上記空間にガ
スを供給するように位置づけられたガス供給出口を有する少なくとも１つのガス供給手段
をさらに備える。
【００１０】
　[0009]　一実施形態において、この装置は、第１方向に移動するように適合された第１
ブレード対と、第２方向に移動するように適合された第２ブレード対とを備える。第１ブ
レード対は、第２ブレード対と比較してレチクルに対してより近くに位置づけられる。ガ
ス供給出口は、第１ブレード対とレチクルとの間の空間にガスを供給するように位置づけ
られる。
【００１１】
　[0010]　別の実施形態において、この装置は、第１方向に移動するように適合された第
１ブレード対と、第２方向に移動するように適合された第２ブレード対とを備える。第１
ブレード対は、第２ブレード対と比較してレチクルに対してより近くに位置づけられる。
ガス供給出口は、第１ブレード対と第２ブレード対との間の空間にガスを供給するように
位置づけられる。
【００１２】
　[0011]　一例において、ガス供給出口は、少なくとも１つのマスキングブレードに対向
するレチクル表面から約１０ｍｍ未満の距離に位置づけられる。
【００１３】
　[0012]　一例において、複数のガス供給出口があり、これらはレチクルの両側に配置し
得る。
【００１４】
　[0013]　別の実施形態において、レチクルは、第１真空環境内に位置づけられ、上記空
間から第１真空環境へのガス流を制限するように流れ抵抗手段が設けられる。任意の圧力
差デルタＰに関して計算されるガス流量Ｑ（単位Ｐａｍ３／ｓで表記）は、Ｑ＝Ｃ＊デル
タＰで求められ、ここで、Ｃはコンダクタンス（ｍ３／ｓ）である。流れ抵抗手段は、第
１真空空間へのガスコンダクタンスを１０ｍ３／ｓ未満に制限してよく、同様に、５ｍ３

／ｓ未満に、あるいは、さらに２ｍ３／ｓ未満に制限してよい。
【００１５】
　[0014]　さらに別の実施形態において、照明システムおよび投影システムがそれぞれの
真空環境内に設けられ、レチクルの表面に隣接するガス圧力がそれぞれの真空環境の圧力
より高い。それぞれの真空環境は、一端がそれぞれの真空環境に向かって開放され、別の
一端がレチクルに向かって開放されたスリーブを有するセパレータによって画定されても
よい。スリーブは、レチクルに向かってテーパ状であってもよい。
【００１６】
　[0015]　本発明の別の側面によれば、放射ビームを調整するように構成された照明シス
テムと、パターニングデバイスを支持するように構築されたサポート構造と、基板を保持
するように構築された基板テーブルと、パターニングデバイスによって放射ビームに付与
されたパターンを基板のターゲット部分上に投影するように構成された投影システムと、
を備えるリソグラフィ装置が提供される。この装置は、パターニングデバイスの表面から
１０ｍｍ以下に位置づけられたガス供給出口を有する少なくとも１つのガス供給部をさら
に備える。
【００１７】
　[0016]　本発明の別の側面によれば、照明システムを使用して放射ビームを生成するこ
とと、パターニングデバイスを使用して放射ビームにパターン付けすることと、投影シス
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テムを使用してパターン付けされた放射ビームを基板上に投影することと、を含む方法が
提供される。パターニングデバイスは、少なくとも１つのレチクルマスキングブレードを
有するレチクルを備え、このレチクルマスキングブレードがレチクルとレチクルマスキン
グブレードとの間に空間を画定する。この方法は、上記空間にガスを供給することをさら
に含む。
【００１８】
　[0017]　一例において、ガスは、レチクルの表面に平行な方向に、例えば、レチクルの
二辺から供給される。
【００１９】
　[0018]　さらに別の実施形態において、第１ブレード対が第１方向に移動するように適
合され、第２ブレード対が第２方向に移動するように適合される。第１ブレード対は、第
２ブレード対と比較してレチクルに対してより近くに位置づけられる。ガスは、第１ブレ
ード対とレチクルとの間の空間に供給される。
【００２０】
　[0019]　別の実施形態のデバイスにおいて、第１ブレード対が第１方向に移動するよう
に適合され、第２ブレード対が第２方向に移動するように適合される。第１ブレード対は
、第２ブレード対と比較してレチクルに対してより近くに位置づけられる。ガスは、第１
ブレード対と第２ブレード対との間の空間に供給される。
【００２１】
　[0020]　一例において、レチクルは、第１真空環境内に位置づけられ、上記方法は、上
記空間から第１真空環境へのガス流を制限することを含む。望ましくは、ガスコンダクタ
ンスが１０ｍ３／ｓ未満、５ｍ３／ｓ未満、あるいは、さらに２ｍ３／ｓ未満になるよう
に、第１真空空間へのガス流を制限する。
【００２２】
　[0021]　一例において、方法は、照明システムおよび投影システムをそれぞれの真空環
境内に設けることと、レチクルの表面に隣接するガス圧力をそれぞれの真空環境の圧力よ
り高く維持することとをさらに含む。それぞれの真空環境は、一端がそれぞれの真空環境
に向かって開放され、別の一端がレチクルに向かって開放されたスリーブを有するセパレ
ータによって画定されてもよい。スリーブは、レチクルに向かってテーパ状であってもよ
い。
【００２３】
　[0022]　本発明のさらなる特徴および利点は、本発明の様々な実施形態の構造および作
用とともに、添付の図面を参照して以下に詳細に説明される。本発明は、本明細書に記載
される特定の実施形態に限定されないことに留意されたい。かかる実施形態は、例示の目
的でのみ本明細書に提示されている。本明細書に含まれる教示から、当業者には追加の実
施形態が明らかであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
　[0023]　本明細書に組み込まれ、本明細書の一部をなす添付の図面は、本発明を図解し
、さらに、その説明とともに、本発明の原理を説明し、かつ、当業者が本発明を実施およ
び使用することを可能にするように機能する。
【図１】[0024]　図１は、本発明の一実施形態に係るリソグラフィ装置を概略的に示す。
【図２】[0025]　図２は、本発明の一実施形態の概略図であって、特に、リソグラフィ装
置の圧力区域を示す。
【図３】[0026]　図３は、図２の実施形態の詳細を側面図に示す。
【図４】[0027]　図４は、図２の実施形態の詳細を示す別の側面図であって、本発明の一
実施形態に係るレチクルアセンブリおよびマスキングブレードを側面図に示す。
【図５】[0028]　図５は、本発明の一実施形態に係るレチクルアセンブリおよびマスキン
グブレードを平面図に示す。
【００２５】
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　[0029]　本発明の特徴および利点は、これらの図面と併せて以下に記載される詳細な説
明からより明らかになるであろう。図面において、同じ参照記号は、全体を通じて対応す
る要素を特定する。図面において、同じ参照番号は、基本的に、同一の、機能的に同様な
、および／または構造的に同様な要素を示す。ある要素が初めて登場する図面は、対応す
る参照番号における左端の数字によって示される。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　[0030]　本明細書は、本発明の特徴を組み込んだ１つ以上の実施形態を開示する。開示
される実施形態は本発明を例示するに過ぎない。本発明の範囲は開示される実施形態に限
定されない。
【００２７】
　[0031]　説明される（１つ以上の）実施形態、および明細書中の「一実施形態」、「あ
る実施形態」、「例示的な実施形態」等への言及は、説明される実施形態が特定の特徴、
構造、または特性を含み得ることを示すが、必ずしもすべての実施形態がその特定の特徴
、構造、または特性を含んでいなくてもよい。また、かかる表現は、必ずしも同じ実施形
態を指すものではない。また、特定の特徴、構造、または特性がある実施形態に関連して
説明される場合、かかる特徴、構造、または特性を他の実施形態との関連においてもたら
すことは、それが明示的に説明されているか否かにかかわらず、当業者の知識内のことで
あると理解される。
【００２８】
　[0032]　本発明の実施形態は、ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア、または
それらのあらゆる組合せにおいて実施され得る。本発明の実施形態はまた、機械可読媒体
に記憶され、１つまたは複数のプロセッサにより読み出され実行され得る命令として実施
されてもよい。機械可読媒体は、機械（例えばコンピュータデバイス）によって読み取り
が可能な形態で情報を記憶または送信するためのあらゆるメカニズムを含み得る。例えば
、機械可読媒体は、読出し専用メモリ（ＲＯＭ）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、
磁気ディスク記憶媒体、光記憶媒体、フラッシュメモリデバイス、または電気、光、音、
もしくはその他の形態の伝搬信号（例えば、搬送波、赤外線信号、デジタル信号等）、な
どを含み得る。また、本明細書において、ファームウェア、ソフトウェア、ルーチン、命
令が何らかの動作を行うと説明されることがある。しかし、そのような説明は単に便宜上
のものであり、かかる動作は実際には、コンピュータデバイス、プロセッサ、コントロー
ラ、またはファームウェア、ソフトウェア、ルーチン、命令等を実行する他のデバイスに
よるものであることが理解されるべきである。
【００２９】
　[0033]　このような実施形態をより詳細に説明する前に、本発明の実施形態が実施され
得る例示的な環境を提示することが有益である。
【００３０】
　[0034]　図１は、本発明の一実施形態に係るソースコレクタモジュールＳＯを含むリソ
グラフィ装置ＬＡＰを概略的に示している。この装置は、放射ビームＢ（例えば、ＥＵＶ
放射）を調整するように構成された照明システム（イルミネータ）ＩＬと、パターニング
デバイス（例えば、マスクまたはレチクル）ＭＡを支持するように構築され、かつ、パタ
ーニングデバイスを正確に位置決めするように構成された第１ポジショナＰＭに連結され
たサポート構造（例えば、マスクテーブル）ＭＴと、基板（例えば、レジストコートウェ
ーハ）Ｗを保持するように構築され、かつ、基板を正確に位置決めするように構成された
第２ポジショナＰＷに連結された基板テーブル（例えば、ウェーハテーブル）ＷＴと、パ
ターニングデバイスＭＡによって放射ビームＰＢに付けられたパターンを基板Ｗのターゲ
ット部分Ｃ（例えば、１つ以上のダイを含む）上に投影するように構成された投影システ
ム（例えば、反射型投影システム）ＰＳと、を備える。
【００３１】
　[00035]　照明システムとしては、放射を誘導し、整形し、または制御するための、屈



(9) JP 6169114 B2 2017.7.26

10

20

30

40

50

折型、反射型、磁気型、電磁型、静電型、またはその他のタイプの光学コンポーネント、
あるいはそれらのあらゆる組合せなどのさまざまなタイプの光学コンポーネントを含むこ
とができる。
【００３２】
　[00036]　サポート構造ＭＴは、パターニングデバイスの向き、リソグラフィ装置の設
計、および、パターニングデバイスが真空環境内で保持されているか否かなどの他の条件
に応じた態様でパターニングデバイスＭＡを受け、かつ、これを保持する部分を備える。
サポート構造は、機械式、真空式、静電式またはその他のクランプ技術を使って、パター
ニングデバイスを保持することができる。サポート構造は、例えば、必要に応じて固定ま
たは可動式にすることができるフレームまたはテーブルであってもよい。サポート構造は
、パターニングデバイスを、例えば、投影システムに対して所望の位置に確実に置くこと
ができる。 
【００３３】
　[00037]　「パターニングデバイス」という用語は、基板のターゲット部分内にパター
ンを作り出すように、放射ビームの断面にパターンを与えるために使用できるあらゆるデ
バイスを指していると、広く解釈されるべきである。放射ビームに付与されたパターンは
、集積回路などのターゲット部分内に作り出されるデバイス内の特定の機能層に対応し得
る。
【００３４】
　[00038]　パターニングデバイスは、透過型であっても、反射型であってもよい。パタ
ーニングデバイスの例としては、マスク、プログラマブルミラーアレイ、およびプログラ
マブルＬＣＤパネルが含まれる。マスクは、リソグラフィでは公知であり、バイナリ、レ
べンソン型(alternating)位相シフト、およびハーフトーン型(attenuated)位相シフトな
どのマスク型、ならびに種々のハイブリッドマスク型を含む。プログラマブルミラーアレ
イの一例では、小型ミラーのマトリックス配列が用いられており、各小型ミラーは、入射
する放射ビームを様々な方向に反射させるように、個別に傾斜させることができる。傾斜
されたミラーは、ミラーマトリックスによって反射される放射ビームにパターンを付ける
。
【００３５】
　[00039]　照明システムと同様に、投影システムも、使われている露光放射にとって、
あるいは真空の使用といった他の要因にとって適切な、屈折型、反射型、磁気型、電磁型
、静電型、またはその他のタイプの光学コンポーネント、あるいはそれらのあらゆる組合
せを含むさまざまなタイプの光学コンポーネントを含み得る。他のガスは放射を過剰に吸
収してしまうことがあるため、ＥＵＶ放射に対しては真空を使用することが望ましい場合
がある。そのため、真空容器および真空ポンプを用いて全ビーム経路に真空環境を作り出
してもよい。
【００３６】
　[00040]　本明細書に示されているとおり、リソグラフィ装置は、反射型のもの（すな
わち、イルミネータＩＬおよび投影システムＰＳに反射型マスクおよび反射型光学系を採
用しているもの）である。
【００３７】
　[0041]　リソグラフィ装置は、２つ（デュアルステージ）以上の基板テーブル（および
／または２つ以上のマスクテーブル）を有する型のものであってもよい。そのような「マ
ルチステージ」機械においては、追加のテーブルは並行して使うことができ、または予備
工程を１つ以上のテーブル上で実行しつつ、別の１つ以上のテーブルを露光用に使うこと
もできる。 
【００３８】
　[0042]　図１を参照すると、イルミネータＩＬは、ＥＵＶ源ＳＯからＥＵＶ放射ビーム
を受ける。ＥＵＶ放射を生成する方法としては、例えば、キセノン、リチウム、またはス
ズといったＥＵＶ範囲内に１以上の輝線をもつ少なくとも１つの化学元素を有する材料を
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プラズマ状態に変換する方法があるが、必ずしもこれに限定されない。しばしばレーザ生
成プラズマ（「ＬＰＰ」）と呼ばれるそのような一方法においては、所要の線発光元素を
有する材料の小滴などの燃料をレーザビームで照射することにより所要のプラズマを生成
することができる。ＥＵＶ源ＳＯは、燃料を励起するレーザビームを提供するための、図
１には示されないレーザを含むＥＵＶ放射源の一部であってもよい。こうして得られるプ
ラズマは、出力放射、例えばＥＵＶ放射を放出し、これがＥＵＶ源内に設けられた放射コ
レクタを用いて集められる。
【００３９】
　[0043]　例えば、燃料励起のためのレーザビームを提供するためにＣＯ２レーザが使用
される場合には、レーザとＥＵＶ源とは別個の構成要素であってもよい。そのような場合
、放射ビームは、レーザからＥＵＶ源へ、例えば、適切な誘導ミラーおよび／またはビー
ムエキスパンダを含むビームデリバリシステムを使って送られる。レーザおよび燃料供給
部は、ＥＵＶ放射源を含むとみなされ得る。
【００４０】
　[0044]　イルミネータＩＬは、放射ビームの角強度分布を調節するアジャスタを含むこ
とができる。一般に、イルミネータの瞳面内の強度分布の少なくとも外側および／または
内側半径範囲（通常、それぞれσ-outerおよびσ-innerと呼ばれる）を調節することがで
きる。さらに、イルミネータＩＬは、ファセットフィールドおよび瞳ミラーデバイスとい
った、さまざまな他のコンポーネントを含むことができる。イルミネータを使って放射ビ
ームを調整すれば、放射ビームの断面に所望の均一性および強度分布をもたせることがで
きる。
【００４１】
　[0045]　放射ビームＰＢは、サポート構造（例えば、マスクテーブル）ＭＴ上に保持さ
れているパターニングデバイス（例えば、マスク）ＭＡ上に入射して、パターニングデバ
イスによってパターン形成される。パターニングデバイスＭＡは、干渉計ＩＦ１およびマ
スクアライメントマークＭ１、Ｍ２といった第１位置決めデバイスを使用して位置決めさ
れ得る。パターニングデバイス（例えば、マスク）ＭＡから反射した後、パターン形成さ
れた放射ビームＰＢは投影システムＰＳを通過し、投影システムＰＳは、基板Ｗのターゲ
ット部分Ｃ上にビームの焦点をあわせる。干渉計ＩＦ２および基板アライメントマークＰ
１、Ｐ２といった第２位置決めデバイスを使って（例えば、干渉計デバイス、リニアエン
コーダ、または静電容量センサを使用して）、例えば、さまざまなターゲット部分Ｃを放
射ビームＰＢの経路内に位置決めするように、基板テーブルＷＴを正確に動かすことがで
きる。 
【００４２】
　[0046]　例示の装置は、以下に説明するモードのうち少なくとも１つのモードで使用で
きる。 
【００４３】
　[0047]　１．ステップモードにおいては、サポート構造（例えば、マスクテーブル）Ｍ
Ｔおよび基板テーブルＷＴを基本的に静止状態に保ちつつ、放射ビームに付けられたパタ
ーン全体を一度にターゲット部分Ｃ上に投影する（すなわち、単一静的露光）。その後、
基板テーブルＷＴは、Ｘおよび／またはＹ方向に移動され、それによって別のターゲット
部分Ｃを露光することができる。
【００４４】
　[0048]　２．スキャンモードにおいては、サポート構造（例えば、マスクテーブル）Ｍ
Ｔおよび基板テーブルＷＴを同期的にスキャンする一方で、放射ビームに付けられたパタ
ーンをターゲット部分Ｃ上に投影する（すなわち、単一動的露光）。サポート構造（例え
ば、マスクテーブル）ＭＴに対する基板テーブルＷＴの速度および方向は、投影システム
ＰＳの（縮小）拡大率および像反転特性によって決めることができる。
【００４５】
　[0049]　３．別のモードにおいては、プログラマブルパターニングデバイスを保持した
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状態で、サポート構造（例えば、マスクテーブル）ＭＴを基本的に静止状態に保ち、また
基板テーブルＷＴを動かす、またはスキャンする一方で、放射ビームに付けられているパ
ターンをターゲット部分Ｃ上に投影する。このモードにおいては、通常、パルス放射源が
採用されており、さらにプログラマブルパターニングデバイスは、基板テーブルＷＴの移
動後ごとに、またはスキャン中の連続する放射パルスと放射パルスとの間に、必要に応じ
て更新される。この動作モードは、前述の型のプログラマブルミラーアレイといったプロ
グラマブルパターニングデバイスを利用するマスクレスリソグラフィに容易に適用するこ
とができる。
【００４６】
　[0050]　図２は、本発明の一実施形態に係る装置を概略的に示す。図３～５は、本実施
形態の一部をより詳細に示す。図２の装置は、照明システムＩＬと放射システムＰＳとを
収容する第１チャンバ１０１を含む。照明システムＩＬは、放射源ＳＯから受け取った放
射ビームを調整するように構成され、投影システムＰＳは、パターン付き放射ビームＰＢ
を基板Ｗのターゲット部分上に投影するように構成される。第１チャンバ１０１は、放射
ビームの断面にパターンを付与してパターン付き放射ビームを形成することができるレチ
クルＭＡを支持するように構築されたレチクルサポートも収容する。第２チャンバ１０２
はウェーハステージを収容する。ウェーハステージに関しては、理解しやすいように、基
板Ｗのみを示す。
【００４７】
　[0051]　図２は、この装置をどのように４つの異なる真空環境ＶＥ１～ＶＥ４に分割し
得るかを示す。第１チャンバ１０１は、レチクルステージを囲む第１真空環境ＶＥ１を画
定する。レチクルステージに関しては、理解しやすいように、レチクルＭＡのみを示す。
また、第１チャンバ１０１は、別の２つの真空環境、すなわち、照明システムＩＬを収納
するＶＥ２および投影システムＰＳを収納するＶＥ３を画定するセパレータ構造物１０３
も含む。真空環境ＶＥ２およびＶＥ３をさらに分割することもできる。セパレータ構造物
１０３は、照明システムＩＬからの投影ビームＰＢをレチクルＭＡに送り、かつ、レチク
ルＭＡからのパターン付き放射ビームを投影システムＰＳに送るためのアパーチャ１０４
を有するスリーブ１０５を含む。スリーブ１０５はまた、ガス流を強制的に下向き（すな
わち、レチクルから離れる方向）にし、該ガス流を維持することでＥＵＶ放射強度の乱れ
を回避するようにも機能する。場合によっては、スリーブはレチクルＭＡに向かってテー
パ状になっていてもよい。第２チャンバ１０２は、ウェーハステージ（理解しやすいよう
に、基板Ｗのみを示す）の真空環境ＶＥ４を画定する。真空環境ＶＥ１およびＶＥ２は、
それぞれの真空容器と真空ポンプＶＰ１およびＶＰ２とによって形成、かつ、維持される
。真空ポンプＶＰ１およびＶＰ２は複数の真空ポンプとすることもできる。
【００４８】
　[0052]　図２に示すように、真空ポンプＶＰ１は、真空環境ＶＥ１を真空環境ＶＥ２お
よびＶＥ３より低圧に維持する。クリーンガス（例えば、水素、ヘリウム、窒素、酸素ま
たはアルゴン）は、（図に示されない）ガス注入器を使って真空環境ＶＥ２およびＶＥ３
に注入される。真空ポンプＶＰ１、ＶＰ２それ自体としては当業者にとって公知であり、
さまざまな方法で本装置に連結することができる。
【００４９】
　[0053]　セパレータ構造物１０３は、さまざまな方法で配置することができ、例えば、
レチクルＭＡに向かって延在するスリーブ１０５を含んでよく、このスリーブ１０５の端
部には投影ビームアパーチャ１０４が設けられる。本実施形態において、アパーチャ１０
４を持つスリーブ１０５は、テーパ状の断面を有してもよい。
【００５０】
　[0054]　一実施形態において、本装置は、投影ビームＰＢの寸法を制御するためのレチ
クルマスキングブレードＲＥＢを備える放射ビーム整形デバイスも含む。図４に示すよう
に、そのようなブレードＲＥＢは、使用中、少なくとも部分的に、パターニングデバイス
ＭＡとセパレータ構造物１０３のアパーチャ１０４との間に延在する。
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【００５１】
　[0055]　図３は、パターニングデバイスＭＡを保持するマスクテーブルＭＴと、レチク
ルＭＡの近くに位置づけられた、それぞれＸ方向およびＹ方向に投影ビームの形を制御す
るブレードＲＥＢ－ＸおよびブレードＲＥＢ－Ｙとを概略的に示す。本実施形態において
、ＹブレードＲＥＢ－Ｙは、ＸブレードＲＥＢ－Ｘに比べて、Ｚ方向から見てレチクルＭ
Ａにより近く位置決めされているが、当然、これらのブレードを逆に配置することもでき
る。レチクルステージメトロロジフレームＲＳ－ＭＦには、放射ビームがパターニングデ
バイスＭＡに到達し、これによって反射されるようにするためのアパーチャ４が設けられ
る。
【００５２】
　[0056]　ＸブレードＲＥＢ－Ｘは、投影ビームアパーチャ４からわずかな距離１０ａ（
Ｚ方向に測定）のところに位置づけられる。ここでいう距離は、約５ｍｍ以下であり、ま
た、約２ｍｍ以下である。
【００５３】
　[0057]　また、ＹブレードＲＥＢ－Ｙは、レチクルＭＡからわずかの距離１０ｂのとこ
ろに位置づけられる。ここでいう距離もまた、Ｚ方向に測定して約５ｍｍ以下である。
【００５４】
　[0058]　ＸブレードとＹブレードとの間の最短距離１０ｃは、Ｚ方向に測定して約５ｍ
ｍとすることができる。
【００５５】
　[0059]　図４および図５は、それぞれ、本発明の一実施形態をより詳細に示すレチクル
アセンブリの概略側面図および概略平面図である。図４に示すように、ガス出口１２０を
それぞれ有するガス供給管１２１を備えるガス注入手段がレチクルＭＡの両側に設けられ
、このガス注入手段は、実質的にレチクルＭＡとブレードＲＥＢ－Ｘ、ＲＥＢ－Ｙとの間
の空間に、レチクルＭＡの表面に平行な方向、つまり、図中の矢印方向に、ガス（特に、
水素、ヘリウム、窒素、酸素またはアルゴン）を注入することができるように配置されて
いる。レチクル表面近く、特に、レチクル表面とブレードとの間の閉じ込め空間にガスを
注入することで、ブレード自体やその他のコンポーネントなど、コンポーネントからの汚
染の可能性が大きく減少する。さらに、パターニングデバイスを保持するサポート構造を
、少なくともレチクル表面とブレードとの間の閉じ込め空間近傍の、部分的に閉鎖された
環境内に設けることも有利となり得る。そのような構成においては、この部分的に閉鎖さ
れた環境内に発生する圧力により、投影光学系コンパートメントに向かってさらに有効な
ガス移送が達成され得る。
【００５６】
　[0060]　一実施形態において、１つまたは複数のガス供給管がサポート構造に連結され
るように設けられる。例えば、ガス供給管は、サポート構造ＭＴを通って垂直方向（すな
わち、ｚ方向）下向きに延びるように、あるいは、ｚ方向に対して角度をなして傾斜して
延びるように設けられる。好ましくは、ガス供給管の出口は、レチクル表面に向かって、
例えば、水平方向に（すなわち、ＸＹ面内に）向けられる。図５は、特に、レチクルの横
方向の各辺に等間隔で設けられた３つのガス出口１２０を示す。レチクルアセンブリを通
って垂直方向（すなわち、ｚ方向）に延びるガス供給管１２１が設けられ、このガス供給
管の出口は、レチクルＭＡとブレードＲＥＢ－Ｙとの間の空間に、レチクルＭＡの表面と
平行に水素ガスが供給されるように、水平方向（すなわち、ＸＹ面内）に向けられる。レ
チクルＭＡの表面と平行な方向に、レチクルとブレードとの間にガスを供給するという同
じ目的を達成する異なる数のガス供給管および異なる構成を設けてもよいことが理解され
るだろう。ただし、ガス供給管はレチクルステージの一部として形成されるため、レチク
ルが大きく動く場合にもガス供給管はレチクルステージとともに動く。
【００５７】
　[0061]　例えば、ガスは、Ｘ方向あるいはＹ方向に注入することができる（図に示すよ
うに、ガスはＸ方向に注入されている）。ガスがＸ方向に注入されているが、それは、こ
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の場合、管１２１がレチクルステージの動きに干渉することが少ないためである。レチク
ルにもっとも近いブレード（この場合、ＲＥＢ－Ｙブレード）の間にガスが注入されてい
るが、ＲＥＢ－ＹブレードとＲＥＢ－Ｘブレードとの間に注入することもできる。全般的
条件として、ガス管は、レチクルＭＡの表面から約１０ｍｍ以下に位置づけられる。
【００５８】
　[0062]　管を通じて供給されるガスのうちの一部は、イルミネータＩＬおよび投影シス
テムＰＳ内に流れ込むことがあるため、レチクルＭＡからのガス放出が、イルミネータ（
ＩＬ）および投影システム（ＰＳ）内に運ばれ得る多量の分子汚染物質の生成につながら
ないようにすることが有利である。
【００５９】
　[0063]　レチクルＭＡの粒子汚染の可能性を最小化するため、レチクルＭＡにおける圧
力をＶＥ２およびＶＥ３双方における圧力より高くし、ＭＡからＶＥ２およびＶＥ３へ下
向きの流れができるようにすると、有利である。これは、異なる環境へ注入される流量、
すなわち、ＶＥ２およびＶＥ３へのガス注入の流量と管１２１から注入されるガスとのバ
ランスを取ることにより達成され得る。レチクルＭＡからＶＥ１の残りの部分への流れ抵
抗を高くすることも望ましく、これは、レチクルＭＡと環境ＶＥ１との間のガスコンダク
タンスが１０ｍ３／ｓ以下に、５ｍ３／ｓ以下に、さらには２ｍ３／ｓ以下になるように
、レチクルＭＡと環境ＶＥ１との間に流れ抵抗手段を設けることにより獲得し得る。
【００６０】
　[0064]　そのような流れ抵抗を実現する方法としては、セパレータの上面をレチクルＭ
Ａと平行なＸＹ面内に延在させること、レチクルサポート構造ＭＴの表面をＸＹ面内に延
在させること、あるいは、レチクルブレードＲＥＢのうちの少なくともいくつかに突出物
を形成し、この突出物がＺ方向（すなわち、レチクルＭＡに向かう方向、または、レチク
ルＭＡから離れる方向、あるいはその両者）に延在するようにすることが挙げられる。
【００６１】
　[0065]　上述の使用モードの組合せおよび／またはバリエーション、あるいは完全に異
なる使用モードもまた採用可能である。
【００６２】
　[0066]　上述の実施形態はリソグラフィ装置との関連で説明されたが、同じ概念は、表
面の性質を測定するための、例えば、パターン付けされた基板表面の性質を測定するため
のメトロロジ装置またはインスペクション装置といった、他のタイプの装置にも使用可能
である。
【００６３】
　[0067]　そのようなメトロロジ装置またはインスペクション装置は、例えば、以下の要
素、すなわち、分析対象の基板を照明するための放射ビームの性質を調整するように配置
された光学システム、分析対象の基板を支持するように構築された部分を含むサポート構
造、サポート構造に隣接して設けられる、放射ビームを整形するための放射ビーム整形デ
バイス、サポート構造のうちの分析対象の基板を支持するように構築された上記部分と、
放射ビーム整形デバイスとの間の閉じ込め空間にガスを供給するように位置づけられたガ
ス供給出口を有する少なくとも１つのガス供給手段、検出された放射を分析するように配
置されたプロセッサ、のうちのいくつかの要素を備え得る。分析対象の基板を照明するよ
うに配置された放射源は、上記装置の一体部分として設けられてもよいし、メトロロジ装
置またはインスペクション装置とともに使用される別個のコンポーネントとして設けられ
てもよい。
【００６４】
　[0068]　本明細書において「閉じ込め空間ＣＳ」という場合、それは、ａ）サポート構
造のうちのパターニングデバイスを支持するように構築された部分と、ｂ）放射整形デバ
イスとの間に画定される限定された空間を意味する（すなわち、パターニングデバイスが
サポート構造によって支持されておらず、装置が使用されていない場合）。「閉じ込め空
間ＣＳ’」という場合、それは、パターニングデバイスと放射整形デバイスとの間の限定
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された空間を意味し（すなわち、パターニングデバイスがサポート構造によって支持され
ており、装置が使用されている場合）、例えば、サポート構造によって支持されたレチク
ルＭＡの表面と、マスキングブレードのうちの少なくとも１つの表面との間の閉じ込め空
間を意味する。
【００６５】
　[0069]本明細書において、ＩＣ製造におけるリソグラフィ装置の使用について具体的な
言及がなされているが、本明細書記載のリソグラフィ装置が、集積光学システム、磁気ド
メインメモリ用のガイダンスパターンおよび検出パターン、フラットパネルディスプレイ
、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）、薄膜磁気ヘッド、ＬＥＤ、ソーラーセル、フォトニック
デバイス等の製造といった他の用途を有し得ることが理解されるべきである。当業者にと
っては当然のことであるが、そのような別の用途においては、本明細書で使用される「ウ
ェーハ」または「ダイ」という用語はすべて、それぞれより一般的な「基板」または「タ
ーゲット部分」という用語と同義であるとみなしてよい。本明細書に記載した基板は、露
光の前後を問わず、例えば、トラック（通常、基板にレジスト層を塗布し、かつ露光され
たレジストを現像するツール）、メトロロジツール、および／またはインスペクションツ
ールで処理されてもよい。適用可能な場合には、本明細書中の開示内容を上記のような基
板プロセシングツールおよびその他の基板プロセシングツールに適用してもよい。さらに
基板は、例えば、多層ＩＣを作るために複数回処理されてもよいので、本明細書で使用さ
れる基板という用語は、すでに多重処理層を包含している基板を表すものとしてもよい。
【００６６】
　[0070]　以上、本発明の具体的な実施形態を説明してきたが、本発明は、上述以外の態
様で実施できることが明らかである。上記の説明は、制限ではなく例示を意図したもので
ある。したがって、当業者には明らかなように、添付の特許請求の範囲を逸脱することな
く本記載の発明に変更を加えてもよい。
【００６７】
　[0071]　当然のことながら、請求の範囲の解釈には、概要および要約部分ではなく、詳
細な説明部分が用いられることが意図されている。概要および要約部分は、本発明者（ら
）が考える本発明の１つ以上の例示的な実施形態を記載し得るが、それがすべてではなく
、したがって、いかなる意味においても本発明および添付の請求の範囲を限定することを
意図していない。
【００６８】
　[0072]　これまで、特定の機能の実施およびそれらの関係を示す機能的構成単位を用い
て本発明を説明してきた。これらの機能的構成単位の境界は、説明の便宜上、本明細書に
おいて任意に定められたものである。かかる特定の機能およびそれらの関係が適切に実行
される限り、別の境界を定めることが可能である。
【００６９】
　[0073]　特定の実施形態の以上の説明は、本発明の全般的性質を完全に明らかにしてい
るため、当該分野の技術の範囲内の知識を適用することにより、他の者が、本発明の基本
概念を逸脱することなく、過度の実験の必要なく容易に、かかる特定の実施形態を様々な
用途に合わせて変形および／または適合させることができるだろう。したがって、そのよ
うな適合および変形は、本明細書に提示された教示および手引きに基づき、開示された実
施形態の均等物の意味および範囲内であることが意図される。本明細書中の表現または用
語は、限定ではなく説明を目的とするものであり、本明細書の用語または表現は、当業者
により上記教示および手引きに照らして解釈されるべきことを理解すべきである。
【００７０】
　[0074]　本発明の広さおよび範囲は、上述の例示的な実施形態のいずれによっても限定
されるべきでなく、以下の請求の範囲、条項、およびその均等物に基づいてのみ画定され
るべきである。
　１．　放射ビームを調整するように構成された照明システムと、
　パターニングデバイスを支持するように構成されたサポート構造と、
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　基板を保持するように構成された基板テーブルと、
　前記パターニングデバイスにより前記放射ビームに付与されたパターンを前記基板のタ
ーゲット部分上に投影するように構成された投影システムであって、前記パターニングデ
バイスは、レチクルと、前記レチクルから離間した少なくとも１つのレチクルマスキング
ブレードとを備え、それにより前記マスキングブレードと前記レチクルとの間に空間が画
定される、投影システムと、
　前記空間にガスを供給するように構成されたガス供給出口を有する少なくとも１つのガ
ス供給部と、を備えるリソグラフィ装置。
　２．　第１方向に移動するように適合された第１ブレード対と、
　第２方向に移動するように適合された第２ブレード対と、をさらに備え、
　前記第１ブレード対は、前記第２ブレード対と比較して前記レチクルに対してより近く
に位置づけられ
　前記ガス供給出口は、前記第１ブレード対と前記レチクルとの間の前記空間にガスを供
給するように位置づけられる、条項１に記載のリソグラフィ装置。
　３．　第１方向に移動するように適合された第１ブレード対と、
　第２方向に移動するように適合された第２ブレード対と、をさらに備え、
　前記第１ブレード対は、前記第２ブレード対と比較して前記レチクルに対してより近く
に位置づけられ、
　前記ガス供給出口は、前記第１ブレード対と前記第２ブレード対との間の前記空間にガ
スを供給するように位置づけられる、条項１に記載のリソグラフィ装置。
　４．　前記ガス供給出口は、前記少なくとも１つのマスキングブレードに対向する前記
レチクルの表面から約１０ｍｍ未満の距離に位置づけられる、条項１に記載のリソグラフ
ィ装置。
　５．　複数の前記ガス供給出口をさらに備える、条項１に記載のリソグラフィ装置。
　６．　前記ガス供給管は前記レチクルの両側に配置される、条項５に記載のリソグラフ
ィ装置。
　７．　前記レチクルは第１真空環境内に位置づけられ、
　前記空間から前記第１真空環境へのガス流を制限するように流れ抵抗デバイスが設けら
れる、条項１に記載のリソグラフィ装置。
　８．　前記流れ抵抗デバイスは、前記第１真空空間へのガスコンダクタンスを約１０ｍ
３／ｓ未満に制限する、条項７に記載のリソグラフィ装置。
　９．　前記流れ抵抗デバイスは、前記第１真空空間へのガスコンダクタンスを約５ｍ３

／ｓ未満に制限する、条項８に記載のリソグラフィ装置。
　１０．　前記流れ抵抗デバイスは、前記第１真空空間へのガスコンダクタンスを約２ｍ
３／ｓ未満に制限する、条項９に記載のリソグラフィ装置。
　１１．　前記照明システムおよび前記投影システムがそれぞれの真空環境内に設けられ
、
　前記レチクルの表面に隣接するガス圧力が前記それぞれの真空環境の圧力より高い、条
項１に記載のリソグラフィ装置。
　１２．　前記それぞれの真空環境を画定するように構成されたセパレータをさらに備え
、前記セパレータは、一端が前記それぞれの真空環境に向かって開放され、別の一端が前
記レチクルに向かって開放されたスリーブを有する、条項１１に記載のリソグラフィ装置
。
　１３．　前記スリーブが前記レチクルに向かってテーパ状である、条項１２に記載のリ
ソグラフィ装置。
　１４．　放射ビームを調整するように構成された照明システムと、
　パターニングデバイスを支持するように構成されたサポート構造と、
　基板を保持するように構成された基板テーブルと、
　前記パターニングデバイスにより前記放射ビームに付与されたパターンを前記基板のタ
ーゲット部分上に投影するように構成された投影システムと
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　前記パターニングデバイスの表面から１０ｍｍ以下に位置づけられるガス供給出口を有
する少なくとも１つのガス供給部と、を備えるリソグラフィ装置。
　１５．　照明システムを使用して放射ビームを生成することと、
　パターニングデバイスを使用して前記放射ビームにパターン付けすることであって、前
記パターニングデバイスは、少なくとも１つのレチクルマスキングブレードを有するレチ
クルを備え、前記レチクルマスキングブレードは前記レチクルと前記レチクルマスキング
ブレードとの間に空間を画定するものである、パターン付けすることと、
　前記空間にガスを供給することと、
　投影システムを使用して前記パターン付けされた放射ビームを基板上に投影することと
、を含む方法。
　１６．　前記供給することは、前記レチクルの表面に平行な方向にガスを供給すること
を含む、条項１５に記載の方法。
　１７．　前記ガスは前記レチクルの二辺から供給される、条項１５に記載の方法。
　１８．　第１ブレード対を第１方向に移動することと、
　第２ブレード対を第２方向に移動することと、をさらに含み、
　前記第１ブレード対は、前記第２ブレード対と比較して前記レチクルに対してより近く
に位置づけられ、
　前記ガスは、前記第１ブレード対と前記レチクルとの間の前記空間に供給される、条項
１５に記載の方法。
　１９．　第１ブレード対を第１方向に移動することと、
　第２ブレード対を第２方向に移動することと、をさらに含み、
　前記第１ブレード対は、前記第２ブレード対と比較して前記レチクルに対してより近く
に位置づけられ、
　前記ガスは、前記第１ブレード対と前記第２ブレード対との間の前記空間に供給される
、条項１５に記載の方法。
　２０．　前記レチクルは、第１真空環境内に位置づけられ、前記方法は、前記空間から
前記第１真空環境へのガス流を制限することをさらに含む、条項１５に記載の方法。
　２１．　前記第１真空空間へのガスコンダクタンスを約１０ｍ３／ｓ未満に制限するこ
とを含む、条項２０に記載の方法。
　２２．　前記照明システムおよび前記投影システムをそれぞれの真空環境内に設けるこ
とと、前記レチクルの表面に隣接するガス圧力を前記それぞれの真空環境の圧力より高く
維持することと、をさらに含む、条項１５に記載の方法。
　２３．　セパレータ手段を用いて前記それぞれの真空環境を画定することをさらに含み
、前記セパレータ手段は、一端が前記それぞれの真空環境に向かって開放され、別の一端
が前記レチクルに向かって開放されたスリーブを有する、条項１５に記載の方法。
　２４．　前記スリーブが前記レチクルに向かってテーパ状である、条項２３に記載の方
法。
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